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(54) 회 에  전  비 절감 치  

본  람 한 실시 에 , 필 한 드   전  비  저감시키는  
  제공 다.  본  람 한 실시 는 회 가 비활  주  동  전  비  화하

는 태  회   끌  해 (pull-up) 또는 다 (pull-down) 트랜  함  
회 에  필 한 노드 (node toggling)  다.  회   비활  에 높게 또는 낮게 

시킴 , 해당 회 에  노드  제거하거나 다. 본  람 한 실시 에 , 회
   비활  시간 후에 끌  당겨 는 ,  회  내  고  누  트랜  

누  전 에 비 한다. 누  전 에 비 하는  끌  타  맞 , 끌  그 체  한 
여 전  실  전  비가 화 다.

1

 간단한 

  1   본    람 한    실시 에      회   절전 드(groggy mode)  들여 
보내거나 절전 드  러내  한  회   커니  개략 ,

 2는 시  - - 체  조건에  시적  n  p 채널 트랜  개략 ,

 3  - - 체 가 0 mV  300 mV  경  게 트 전 에 한 n 채널 트랜  드
 전  나타낸 그래프,
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 4는 본  람 한 실시 에  시적  n  시적  p 채널 트랜  단 .

 주  에 한 호  

102: 회                     104: 천  감 (104)

106: 활               108: OR 게 트

110:  신 (110)        112, 126: 래치

114, 122: 전              116, 124: 단  쇼트

118, 120: 연              128: 전  조정

130:  개   클럭

 한 

     적

         하는   그  종래

 원

본  원  1998년  7월  21 에  원  (Dean)등에  한  'LOW  POWERING  APPARATUS  FOR  AUTOMATIC 
REDUCTION OF POWER IN ACTIVE AND STANDBY MODES' 라는 칭  미  특허 원 제 09/120,211 호( 원

 참조 호 BU 9-97-220)   계  원 ,  현  원  계   (Dean)등에 한 'ASIC 
LOW POWER ACTIVITY DETECTOR TO CHANGE THRESHOLD VOLTAGE' 라는 칭  미  특허 원 제 ―――― 호(

원  참조 호 BU 9-97-204)   다.     원  등  본 에게  
 본 에 참조  다.

본  체 에 한 것 , 보다 하게는 체 에  전  보존에 한 것 다.

집적 회  체 는 현  계  전  공학  흥에 큰 여  하고 다.  집적 체 는 
늘날 거  든 전   에  계 고  다.  많  에  전  는  가  
 해 매  한 주제 다.   들 , 무  전화  같  휴  에 ,    

 크 는 계  주 심 다.  비 는 단 한   전  가능한 한 랫동  
동하는 휴  전   원하 , 또한 가능한 한 고 휴  가능한  내 한  원한다.  

라 ,   연 고/ 거나  크      전  비  는 것
 절실하게 다.

다  에 는 전  비가 에 해 생  열  에 접  문에 극히 하다.  
 많  전  비하는 체 가  많  열  생 한다.  열 민감 가 극히 한  
에 , 전  비   에 해 생 는 열  든다.

저 전  비  달 하  해, 많  휴  시  비활동 주  동  전  비  는 프 
드(sleep mode) 또는  드(standby mode)  비한다.  종래 에 한 프 드 동 에, 
시  는 전원 차단(shut down) 고 다   감  클럭 주  동 한다.  시  비 
핵심적   끄고 시  나   감  클럭 주  동 시킴  비활동  전  

비  는 것 다.  그 다 ,  극  감 , 클럭 주 가 다시 전한 (full-speed)
 돌  놓고 전에 졌  시   다시 다.

 같  시  비활동  전  비  는 하 만 또한  가  단점  닌다.    단점
에는 시  프 능과 전한 능(full functionality)  연 시간  포함 다.  특히, 

프 드 에는 시  가 실  져 는 태  문에 시  필 할 경 에 시 
전한 능  할  다.  그 신에, 시  프 드 동 에 져   고 

시  전한 능  다시 돌  전에 전에 져  시   또는 
에 필 한  제공 거나 제공해  한다.  프 드에  전한 능  돌 는  필 한 

 연 시간 문에  극  들   각적  능  는 시 에는 프 드  
할  다.

라 , 전한 능  각적  활 화   는 능  하  비 활동  전  
 여 전  비  감 시킬 필 가 다.

         루고 하는 적 과제

본 에 , 전한 능  하  전  비  는 치   제공 다.  본 
 람 한 실시 는 비활  주  동   또는   절전 드(groggy mode)  놓
 전  비  다.  람 한 절전 드는 동  클럭  감 시킨 후에, - - 체 전  

 가시키는 것  포함한다.  - - 체 전   가시키  집적 회   트랜
  문 (sub-threshold) 전 가 감  감  동  클럭  전한 능  하

 비활  주  동  전  비  획 적    다.  가 다시 절전 드  동 할 필 가 
는 경 에, 그것  감  동  클럭   극에 각적  할  다.  그 다 , 

- - 체 전  가 감 고 클럭 가 정  동   가 다.  라 , 본  
람 한 실시 에 , 비활  가 절전 드에 들 가  감   전한 능  하
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 전   하게 다.  라   는 필 할 경  다시 각적  하는 능  보 하
 전한 동   신 히 돌  갈  다.

본  전 한 점  특징 또는 다  점  특징  첨 하는 에 시   같  본  
람 한 실시  보다 체적   확해  것 다.

       

본  람 한 실시  동 한 참조 호가 동 한   나타내는 첨 한  참조하여 
할 것 다.

본 에 , 전한 능  하  전  비  는 치   제공 다.  본 
 람 한 실시 는 비활  주  동   또는   절전 드(groggy mode)  놓
 전  비  다.  람 한 절전 드는 동  클럭  감 시킨 후에, - - 체 전  

 가시키는 것  포함한다.  - - 체 전   가시키   트랜  
 문 (sub-threshold) 전 가 감  감  동  클럭  전한 능  하  비활  

주  동  전  비  획 적    다. 가 다시 절전 드  동 할 필 가 는 경
에, 그것  감  동  클럭   극에 각적  할  다.  그 다 , - -

체 전  가 감 고 클럭 가 정  동   가 다.

 1  참조하 ,  본   람 한  실시 에   시 (100)  시 다.   시 (100)  
회 (102)  회 (102)  절전 드  들여 보내거나 절전 드  러내  한 절전 드 

커니  포함한다.  절전 드 커니  천  감 (104), 활  (106), OR 게 트(108), 
 신 (110), 전 (114, 122), 단  쇼트(116, 124), 연 (118, 120), 래치(112, 126), 전  

조정 (128),  개   클럭(130)  포함한다.

시 (100)  전 적  동  다 과 같다.  천  감 (104), 활  (106), OR 게 트(108), 
 신 (110)는 회 (102)가 절전 드  날  활  시하는 신호 천  감 하고 

미  결정  비활  주  후에 절전 드  회 (102)  돌 는 신호  제공함에 해 제 에 
다.  전  조정 (128)는 회 (102) 내에  트랜  - - 체  화시  비활

 에  가시  -문  전  드  다.   개   클럭(130)  회 (102)  
클럭  조절하여 회 (102)가 절전 드  들 갈  클럭  감 시키고 고 활동  주  동

 정   가시킨다. 전 (114,  122),  단  쇼트(116,  124),  연 (118,  120),  래치(112, 
126)는 동   제 한다.  특히, 회 (102)가 절전 드  들 갈 , 들  - - 체 

가 가  전에 클럭 가 저하  보 한다.  하게, 회 가 절전 드  
빠져 나  , 들  클럭 가 정   가  전에 - - 체 가 감  보

한다.

회 (102)는 비활  주  동  람 한 전  비  하  전한 능  각적  할  
는  형   포함할  다.   같  회 (102)는 시  칩, 크 프 , 
크 컨트 러,  정 집적 회 (ASICs),  신호 처 (Digital Signal Processor: DSP), 또
는 전  비  각적  능  한  에 는 다  회  포함한다.  라  본 

 람 한 실시 는 휴  폰, 개   원 (Personal Digital Assistant: PDA)  다  
 같   전원 비에 적  가능한 ,  다  는 가 각적  전한 능  필
 하거나 강 한 활  간에 해 단   비활  주 에 해 보  그 호  특징 워

다.

본  람 한 실시 에 , 회 (102)는 회 (102) 내  트랜  - - 체 전  
조절하고, 회 (102)  클럭  조절함  절전 드  들 가거나 절전 드  빠져 나

게 다.   2  참조하 ,  개  시적  p 채널 트랜 (202, 204)   개  시적  n 
채널 트랜 (206, 208)가 개략적  시 다.   정 적  CMOS 회 에 , n 채널  p 채
널  - - 체 전  는 0 다.  전형적 , 든 n 채널 트랜  체가 그 

  Vss에 접 는 , 든 p 채널 트랜  체는 그   Vdd에 접 다.  
것  p 채널 트랜 (202)  n 채널 트랜 (206)  시 다.

본  람 한 실시 에 , 회 (102)  트랜 는 그것  정  드( , 0  - - 체 
(VSB) )에  그 고 절전 드( , 가  - - 체 (VSB) )에  동 할  게끔 

접 다.   절전 드에 , - - 체 전 (VSB)  가  비활  주  동  전  비  적게 

한다.  것  p 채널 트랜 (204)  n 채널 트랜 (208)  시 다.  체   함께 p 
채널 트랜  내에  Vdd에 시키는 신에, 체  Vt_p에 접 시  그것  비활  주  동  
Vdd보다 높  전 에  동    하는 , Vdd는 미  결정  다.   2에 시한 에 , p 
채널 트랜 (204)  체는 Vdd  300 mV  동 , 라  VSB는 -300 mV가 다.   

하게, 체   함께 n 채널 트랜  내에  VSS에 시키는 신에, 체  Vt_n에 접 시  

그것  비활  주  동  VSS보다 낮  전 에  동    하는 , VSS는 미  결정  다.  

 2에 시한 에 , 체는 VSS 하  300 mV  동  라  VSB는 300 mV가 다.  체   

  가시킴 , 트랜  -문  전 는 비활  주  동  크게 든다.

비활  주  동 , Vt_p는 Vdd  정    p 채널 트랜 가 전한  동 할  
 VSB는 0  다.   하게, Vt_n  VSS  정    n 채널 트랜 가 한  

동 할   VSB는 0  다.
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비활  주  동  체   에 가해    (VSB)  여러 에 하여 람 하게 

택 다.  전형적 , 절전 드  빠져나 는  나친 시간  걸  만큼 VSB  가시키  

고  -문  전  크게 감 시킬   VSB  가시키는 것  람 하다.  , 300 mV  

람 한 VSB는 전형적  절전 드  빠져나 는  나친 시간 가  -문  전   

100 나 감 시킬   것 다.

 3  참조하 , 그래프는 - - 체 가 0 mV  300 mV  시적 트랜 에 해 게 트 
전 (VG)에 한 n 채널 드  전 (ID)  나타낸다.  그래프는 - - 체 가 가함에 

라 게 드  전 가 동  전 에 걸쳐 감 하는  시한다.  곡   (ID가 10
-6

 

보다 큰 )  트랜 가 활  또는   드  전  시한다.  곡  래  (ID가 

10
-6

보다  )  트랜 가 비활  또는 프   드  전  시한다.  그 프 태에
 트랜  해 흐 는 전 가 적  -문  전  칭 다.  집적 회   내  든 

트랜 는 비활  주  동   개  -문  전  드  한다.  -문  전 는 전형적  트랜
가   드  전  보다   다.  -문  전 는 그것  그다  하   많

 에  히 다.  그러나,   전원  같   에 , 각 트랜 에 
해 드  -문  전 는 비활  주  동  심각한 전  비에 해 다.

 3에 시한  같 , VSB  가시킴  트랜 는 절전 드  들 가고 -문  전 는 

비활  주  동  크게 든다.   3에  n 채널 드  전 는 VSB=0 mV  VSB=300 mV  경 에 해 

시 다.   에 , VSB=300 mV  트랜  한 드  전 , 특히 -문  전 는  100  정

 감 한다.  것  비활  주  동  큰 전  비 감  가져 다.

다시  1  참조하 , 람 한 절전 드 커니  회 (102) 내  트랜  - - 체 전
 조절하고 회 (102)  클럭  조절함  회 (102)  절전 드  들 가게 하  하고 

절전 드  빠져 나 게 하  한다.  정  드에  VSB=0 mV   개   클럭(130)  

정  트랜 가 전한 (full-speed)  동 하  한다.  절전 드에 , n  p  내  
VSB가 가하여 극히 낮  -문  전  비하고  개   클럭(130)   낮  에  동 하

 정 다.

천  감 (104)는 회 (102)  정  감시하  접 다.  람 하게는, 천  감 (104)는 
신호 천 가 절전 드  빠져나 는 게 람 한 회 (102)  활  나타내는 에 접

다.  천  감 (104)   OR 게 트(108)  경 하여  신 (110)  접 다.  라 , 
신호 감 가  천  감 (104)에 해 감    신 (110)는 OR 게 트(108)  한 

 트  신한다.

또한, 천  감 (104)  회 (102)   감시하는 것뿐만 니라, 하나  활  (106)
 또한  OR  게 트(108)  해   신 (110)에  또한  접   다.   활  (106)  

회 (102)  절전 드  빠져 나 게 하는 것  람 한 활  나타내는  신호 형  
포함한다.   같 , 활  (106)    신호, 제  신호,  타당 신호, 또는 특
정 에  래  활  나타내는  다  신호  포함할  다.

라 ,  회 (102)  내  활  나타내는  천 가  (천  감 (104)   또는  활  
(106) ) 생할 ,  신 (110)는 OR 게 트(108)  해  트  신한다.  본 

 람 한 실시 에 ,  신 (110)는 OR 게 트(108)    드 에   미
 결정  시간 주  동  그   폭  확 한다.  라   신 (110)   활  

나타내는  신호  천 가  존 할  다  그  후  미  결정  시간  주  동  활  것 다.    
신 (110)가 활  시간  확 하는 시간   특정 에 존한다.  특히, 회 (102)가 매  
짧  활  주 ( 들 들  1 비활  클럭 클)가 빈 히 생하는 동  절전 드  들 가  

 만큼 신호  히 게 확 하  택   다.  역 , 정  드에  회 (102)  매  
게  동 시킴  전  할  만큼  게  택  게  할   다.    들 ,   
신 (110)는  10 내  100 클럭 클  신호 확  하는 것  적  람 하다.

 신 (110)   회 (102)가 절전 드에 는  또는 정  드에 는  제 한다.  
 신 (110)가 하 (high)  할  회 (102)  클럭 는  개  클럭(130)에 해  낮

  감 고,  전  조정 (128)에 해 회 (102) 내  - - 체 가 가  
회 (102)  절전 드  들 가게 한다.   신 (110)  (low)  하 , 전  조정

(128)에 해 회 (102) 내  트랜  - - 체 가 감 고  회 (102)  클
럭 가  개   클럭(130)에 해 정  동   경 다.

특히,  신 (110)   하 (high)   래치(112)가 정(setting)  전  조정 (128)가 
회 (102) 내  n 채널  p 채널 트랜  에 한 - - 체  0  감 시키  
한다.  것  람 하게는 Vdd  같  전  Vt_p  p 채널  체에 제공하고 VSS  같  전  Vt_n

 n  채널   체에  제공함  행 다.    신 (110)  ,  단  쇼트(124)   
연 (120)  과한 후에, 래치(126)  정하여  개   클럭  정 적  높   동  
하게 한다.  람 하게는  연 (120)가 제공  - - 체 가 0  정화  

후에  개   클럭(130)  고 만 칭  보 한다.  것  회 (102) 내  트랜
가 고  클럭  활 화  전에 고 에  동 할  게 보 한다. 단  쇼트(116)는 람 하게는 
연 경 에 포함   신 (110)  후   간 하  게 래치(112)에 해  정  
짧  정(reset)  제공하  한다.  람 하게는 회 (102) 동  처   클에  
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느   생한다.  것  전형적  에게 할  다는 점에 주 할 필 가 다.

회 (102)가 시간 주  동  비활  ,  신 (110)  가 다.  전 (122)는 
 천  전시키고 래치(126)  정한다.  것   개   클럭  낮  절전 드  
경하  한다.   신 (110)  또한 전 (114)에 해 전 고 단  쇼트(116)  과

하는 ,   그것  짧  가 생  한다.   연 (118)  과한 후,  단  쇼트(116)  는 
래치(112)  정 하여 전  조정 (128)가 - - 체  전  가시키게 한다.  것  

람 하게는 미  결정   Vdd 보다 큰 전  Vt_p  p 채널  체에 제공하고 미  결정  
 VSS 보다  전  Vt_n  n 채널  체에 제공함  행 다.   들 , Vdd 보다 큰 

300 mV  Vt_p  p 채널 에 가하  -300 mV  동 한 VSB가 생 다.  VSS 하   300 mV  

Vt_n  n 채널 에 가하  300 mV  동 한 VSB가 생 다.

연 (118)는 람 하게는  개   클럭(130)가 낮  에  정화  후에만 - - 체 
가 가  보 하  해 제공 다.  것  - - 체  가시키  문  전

 가시    다 (slow down)시키  문에 행 는 것 다.   개   클럭(130)  
낮  에  정화  후에만 - - 체 가 가  함  능  저하  트랜

가 높   클럭  동 하는  필   한다.  단  쇼트(124)는 람 하게는 연 경 에 
포함   신 (110)  후   간 하    정  짧   트  래치(126)
에 제공한다.

라 , 활 가 회 (102) 내에  감   - - 체  0  경하고 동  클럭 
 정 적  전한  경함  절전 드  빠져나 다.  회 (102)가 시간 주  동  

비활  , 동  클럭 는 저하 고 - - 체 는 가  -문  전  감 시킨
다.

 4  참조하 , 체 (402) 내에 형  n 채널 트랜 (404)  p 채널 트랜 (406)  
단 가 시 다.  본  람 한 실시 , 트랜  - - 체 는 체 접

 하여 가 다.  특히, n 채널 트랜  - - 체 는 접 (410)  같  체 
접  하여  n  채널   체에  전  Vt_n  가함  가 다.   다시,  것  
접 (412)  같  n 채널  접 에 가  VSS보다  전  Vt_n  체 접 에 가함  

람 하게 행 다.   하게, p 채널 트랜  - - 체 는 접 (420)  같
 체 접  하여 p 채널  체에 전  Vt_p  가함  가 다.  다시, 것  

접 (422)  같  p 채널  접 에 가  Vdd보다  전  Vt_p  체 접 에 가함
 람 하게 행 다.

트랜 가 정  드에  동 할 , 접 (410)에 가  Vt_  VSS  정 고 접 (420)에 가

 Vt_p는 Vdd  정  결과적  - - 체  0  게 한다.

본  람 한 실시 는  CMOS  하여 게 현   는 점  님  해해  
할 것 다.  특히,  종래 CMOS 에 , 든 n 채널 트랜    체는 VSS에 함

께 다.   하게 든 p 채널 트랜    체는 Vdd에 함께 다.  본  
람 한 실시  현하  해 든 n 채널 가 함께 VSS에  채 남  는 동 에, 든 n 

채널 체는 함께 Vt_n에   다.   하게, 든 p 채널 가 함께 Vdd에  채 
남  는 동 에, 든 p 채널 체는 함께 Vt_p에   다.  라 , 든 n 채널 트랜  

체  는 함께 조정 고 든 p 채널 트랜  체   함께 조정 다.  것  
개 적  트랜  문  조정  는 실 - -절연 에  견   는 것과 같  격  

체 조  필  하는 다  과는 조적  본  람 한 실시 가  CMOS  
하여 현    한다.

물  다  실시 에 는, 칩   만  - - 체  조정하는 게 람
할  다.   경 에, 칩  나   절전 드  들 갈  는  격 시키  

한 커니  필 할 것 다. 것  실 - -절연    형  것  하여 현할 
 다.   달 , 것  다  웰 내에 형  크 CMOS  하여 달   다.   같  
현  는 1997년 5월 30 에 원  계   IBM(International Business Machines) 에  

'Method of Forming Self-Aligned Halo-Isolated Wells'라는 칭  미  특허 원 제 08/866,674호에 
개시  , 것  본 에 참조  다.   개시 내   정   웰 조  
형 하  한  개시하는 , 것   만  절전 드  들 갈 필 가 는 본 

 현하는    다.  전 적 , CMOS  공   전  공 하는 것  하  
해 트랜  격 하는 것에 포함   문에     다.  그러나,  

개시 내 에  제공  해  하여 창적  현  제공 다.

에  특정한 실시  참조하여 본  하 만, 당 라  본  과 주 내에  
형태   항에 다 한 형  가할   해해  할 것 다.  또한 에  전 체  단  
라  시하 만  전 체는 단  라  제한 는 것  시  것  니 , 당
라  게 식할  듯  다  전 체  포함할  다.  또한 당 는 본  한 격  

(  들  LOCOS,  화물(Recessed Oxide: ROX) 등), 웰   , 트 형, 에
너   종에 해  적    해할 것 다.  본  정신  다  체 (  들

 BiCMOS, 폴라, 실   절연(SOI), 실  게 늄(SiGe))에  적  가능함  해해  할 것
다.

     효과
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본  에  ,  체  에  ,  비활  주  동   또는    절전 
드(groggy mode)에 들 가게 함  전한 능  하  전  비  , 필 할 경  
각적  하는 능  보 하여 전한 동   신 히 돌  갈  는 전  비 저감 

치   제공 다.

(57) 청  

청 항 1 

동  클럭   다  트랜  비하는 회 에  전  비 저감 치에 ,

 회 가 미  결정  시간 주  동  비활    회  동  클럭  감 시키는 클
럭  조절 커니 과,

 동  클럭 가 감  다 에  다  트랜  - - 체 전  가시키는 -
- 체 전  조절 커니

 포함하는 전  비 저감 치.

청 항 2 

제 1 항에 ,

 - - 체 전  조절 커니   회 가 활     다  트랜   
- - 체 전  감 시키는 전  비 저감 치.

청 항 3 

제 2 항에 ,

 클럭  조절 커니 ,  회 가 활     - - 체 전  조절 커니  
 - - 체 전  감 시킨 다 에  회 가 활   ,  동  클럭  가시키

는 전  비 저감 치.

청 항 4 

제 1 항에 ,

 - - 체 전  조절 커니  n 채널 트랜  체에 제 1 전  제공하고 p 채널 트랜
 체에 제 2 전  제공하는 전  조정   포함하는 전  비 저감 치.

청 항 5 

제 3 항에 ,

 - - 체 전  조절 커니  n 채널 트랜  체   전 과 동 한 전   n 
채널 트랜  체에 공 하고 p 채널 트랜  체   전 과 동 한 전   p 채널 트
랜  체에 공 함   - - 체 전  감 시키는 전  비 저감 치.

청 항 6 

제 1 항에 ,

 클럭  조절 커니  제 1 클럭   제 2 클럭 에  클럭 신호  제공할  는 클
럭  포함하 ,  제 1 클럭 는  트랜   - - 체 전  0    회

 동 시키  한  빠  클럭  포함하고,  제 2 클럭 는  트랜   
- - 체 전  가    회  동 시키  한  느  클럭  포함하는 전  비 저

감 치.

청 항 7 

제 1 항에 ,

 회 가 활   감 하  한 활  감  커니   포함하는 전  비 저감 치.

청 항 8 

제 7 항에 ,

 활  감  커니   회 가 활   그 고  회 가   활  니게  
후 미  결정  시간 주  동  활  신호  제공하는 전  비 저감 치.

청 항 9 

제 7 항에 ,

 활  감  커니  다  천  감   신  포함하 ,  다  천  감
는  회 가 활   감 하는  회  다  에 접 ,  다  천  감 는 

  신 에 접 ,   신 는  천  감 에 해 활 가 감   그 고 
그  미  결정  시간 주  동  신호  제공하는 전  비 저감 치.
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청 항 10 

제 9 항에 ,

 트    비하는 제 1 래치   포함하 ,  제 1 래치는   트에 한 
 신   신하고   에 한 연   신   보 값  신하 ,  

제 1 래치는  - - 체 전  조절 커니 에 한 신호  하는 전  비 저감 치.

청 항 11 

제 10 항에 ,

 트    비하는 제 2 래치   포함하 ,  제 2 래치는   에 한 
연   신   보 값  신하고   트에 한 연   신   신하

고,  제 2 래치는  클럭  조절 커니 에 한 신호  하는 전  비 저감 치.

청 항 12 

제 1 항에 ,

 다  트랜 가 실   절연체(SOI)   고  역 내에 형 는 전  비 저감 
치.

청 항 13 

제 1 항에 ,

 다  트랜 가 보형  화물 실 (CMOS)  내에 형 는 전  비 저감 치.

청 항 14 

동  클럭   다  트랜  비하는 회 에  전  비 저감 치에 ,

 회 가 미  결정  시간 주  동  비활    회  동  클럭  감 시키고 
 회 가 활     동  클럭  가시키는 클럭  조절 커니 과,

 회 가  미  결정  시간 주  동  비활    동  클럭 가 감  다 에 
 다  트랜  - - 체 전  가시키고,  회 가 활     동  클럭 
가 가  전에  다  트랜   - - 체 전  감 시키는 - - 체 전

 조절 커니

 포함하는 전  비 저감 치.

청 항 15 

제 14 항에 ,

 - - 체 전  조절 커니  전  조정   포함하는 ,  전  조정 는 n 채널 트
랜  체에 제 1 전  제공하고 p 채널 트랜  체에 제 2 전  제공하 ,  제 1 전

  n 채널 트랜   전 과 실 적  동 하고  제 2 전   - - 체 
전  감    p 채널 트랜   전 과 실 적  동 하 ,  제 1 전   
n 채널 트랜    전  보다 높고  제 2 전   - - 체 전  가   

 p 채널 트랜    전  보다 낮  전  비 저감 치.

청 항 16 

제 15 항에 ,

 제 1 전   n 채널 트랜    전  보다  200 내  500 mV 정  높고,  
제 2 전   - - 체 전  가    p 채널 트랜    전  보다  
200 내  500 mV 정  낮  전  비 저감 치.

청 항 17 

제 15 항에 ,

 제 1 전   n 채널 트랜    전  보다 높 , 그   - - 체 
전  가    100 보다 큰 에 해 -문  전  감 시키  택 ,  제 2 전

  - - 체 전  가    p 채널 트랜    전  보다 낮 , 그 
  - - 체 전  가    100 보다 큰 에 해 -문  전  감 시키  택
는 전  비 저감 치.

청 항 18 

제 14 항에 ,

 회 가 활   그 고  회 가   활  니게  후 미  결정  시간 주  동  
활  신호  제공하는  회 가 활   감 하  한 활  감  커니   포함하는 전

 비 저감 치.
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청 항 19 

제 18 항에 ,

 활  감  커니  다  천  감   신  포함하 ,  다  천  감
는  회 가 활   감 하는  회  다  에 접 ,  다  천  감 는 

  신 에 접 ,   신 는  천  감 에 해 활 가 감   그 고 
그  미  결정  시간 주  동  신호  제공하는 전  비 저감 치.

청 항 20 

제 19 항에 ,

 트    비하는 제 1 래치   트    비하는 제 2 래치   포함
하 ,  제 1 래치는   트에 한  신   신하고   에 한 
연   신   보 값  신하   제 1 래치는  - - 체 전  조절 커니  
제 하  한 신호  하고,  제 2 래치는   에 한  신   보 값  

신하고   트에 한 연   신   신하고  제 2 래치는  클럭  
조절 커니 에 한 신호  하는 전  비 저감 치.

청 항 21 

제 14 항에 ,

 다  트랜 가 실   절연체(SOI)   고  역 내에 형 는 전  비 저감 
치.

청 항 22 

제 14 항에 ,

 다  트랜 가 보형  화물 실 (CMOS)  내에 형 는 전  비 저감 치.

청 항 23 

동  클럭   다  트랜  비하는 회 에  비활  동  전  비 저감 에 
,

 회 가 미  결정  시간 주  동  비활    회  동  클럭  감 시키는 단
계 ,

 동  클럭 가 감  다 에  다  트랜  - - 체 전  가시키는 단계

 포함하는 전  비 저감 .

청 항 24 

제 23 항에 ,

 회 가 다시 활     다  트랜   - - 체 전  감 시키는 단계  
 포함하는 전  비 저감 .

청 항 25 

제 24 항에 ,

 회 가 다시 활     다  트랜   - - 체 전  감 시키는 단계 
후에,  동  클럭  가시키는 단계   포함하는 전  비 저감 .

청 항 26 

제 23 항에 ,

 다  트랜   - - 체 전  가시키는  단계가 n 채널 트랜  체에 
제 1 전  제공하고 p 채널 트랜  체에 제 2 전  제공하는 단계  포함하는 전  비 저감 

.

청 항 27 

제 26 항에 ,

 제 1 전  n 채널 트랜    전 보다 큰 전  포함하고  제 2 전  p 채
널 트랜  체    전 보다  전  포함하는 전  비 저감 .

청 항 28 

제 24 항에 ,

 다  트랜   - - 체 전  감 시키는  단계가 n 채널 트랜   
전 과 실 적  동 한 전  n 채널 트랜  체에 제공하고 p 채널 트랜   전 과 
실 적  동 한 전  p 채널 트랜  체에 제공하는 단계  포함하는 전  비 저감 .
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청 항 29 

제 23 항에 ,

 회 가 미  결정  시간 주  동  비활    회  동  클럭  감 시키는 
 단계가 천 에 한  회   감시하여  회 가 미  결정  시간 주  동  비활

  비활  신호  제공하는 단계  포함하는 전  비 저감 .

청 항 30 

제 29 항에 ,

비활  신호  제공하는  단계가  회   에  천 가 감   신호   신 에 
하는 단계  포함하는 전  비 저감 .

청 항 31 

제 30 항에 ,

제 1 래치    신  에 해 정하고  제 1 래치  연   신   보
값에 해  정하는 단계 ,

제 2 래치    신  연  에 해 정하고  제 2 래치   신   보
값에 해  정하는 단계

  포함하는 전  비 저감 .

청 항 32 

제 23 항에 ,

 클럭  감 시키는  단계가 제 1 클럭   제 2 클럭 에  클럭 신호  제공할 
 는 클럭  제공하는 단계  포함하 ,  제 1 클럭 는  트랜   - -

체 전  0    회  동 시키  한  빠  클럭  포함하고,  제 2 클럭 는 
 트랜   - - 체 전  가    회  동 시키  한  느  클럭 
 포함하는 전  비 저감 .

청 항 33 

전한 능  하  비활  동 에 동  클럭 , 다  n 채널 트랜 , 다  p 채널 
트랜  비하는 회 에  전  비   한 전  비 저감 에 ,

 회 가 미  결정  시간 주  동  비활    회   동  클럭  감 시키
는 단계 ,

 n 채널 트랜   체 전  가시키고  동  클럭 가 감  다   p 채
널 트랜   체 전  감 시키는 단계 ,

 n 채널 트랜   체 전   n 채널 트랜    전 과 실 적  동
하  감 시키고  회 가 다시 활     p 채널 트랜   체 전   

p 채널 트랜    전 과 실 적  동 하  가시키는 단계 ,

 n 채널 트랜   체 전  감 고  회 가 다시 활     p 채널 트랜
  체 전  가  후에  동  클럭  가시키는 단계

 포함하는 전  비 저감 .

청 항 34 

제 33 항에 ,

 회 가 미  결정  시간 주  동  비활    회  동  클럭  감 시키는 
 단계가 천 에 한  회   감시하여  회 가 미  결정  시간 주  동  비활

  비활  신호  제공하는 단계  포함하는 전  비 저감 .
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